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1　 まえが き

　 メモ リス タは ，演算装置 と記憶素子を 単
一

のデ バ イス

に 統合で き る こ と か らメモ リの セル 面積を削減するこ と

が可能 で あ る，こ の こ とか ら，セ ル 数を 必要 と する連想

メモ リ（CAM ）へ の 応用 ［11が期待で き る．本研究で は ，
メ モ リス タ を 用 い た 1T −SRAM の 低消費実現 の た め に ，
セ ル を断熱論理動作させ た と き の 消費エ ネル ギーの 変化

を SPICE シ ミ ュ レーシ ョ ン よ り確認し，どの 波形形状

が 断熱動作 に 適して い るかを検討する．

2　 メモ リス タを用い た記憶セル の概要

　図 1 は，文献 ［1］で提示 され て い る メモ リス タを用 い

た 1T−SRAM の構造 とそ の書込タイ ミン グである．　H を

書込む 場合，図 1（b）に 示され る よ うに ， メモ リス タ は

正 バ イ ア ス状態か つ 低抵抗状態である こ とか ら， メモ リ

ス タに は D ／Sの 電 圧 が記噫され る．一方，L を 書込 む場

合 に は，図 1（c）に 示 され る よ うに ，メ モ リ ス タ の 極性

が反転して 逆バ イ ア ス 状態 となる こ とから，メモ リス タ

は 高抵抗状態 とな り L が書込まれた場合 と等価とな る、
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図 2 各駆動時の入力波形と メモ リス タの 抵抗値および

消費工 ネ ルギー
の 様子

表 1nMOS の駆動電圧 （D ／S＞の波形形状が変化し た

ときの セ ル の 消費エ ネルギ
ー

の 違 い
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図 1　メモ リス タ IT−SRAM ．（a ）書込時の セ ル構造
， （b）

H 書込 タイ ミ ン グとメモ リス タの 極性，（c）L 書込タイ

ミ ン グとメモ リス タの極性

3　消費エ ネルギー
評価

　1 → 0 書込 時 の D ／S 電 圧 波形 の 違 い に よ る 消費 エ

ネ ル ギー
を SPICE シ ミュ レ

ー
シ ョ ン よ り求めた．シ

ミ ュ レーシ ョ ン に 使用した 11MOS は 1．8　V，　O．18 μm

標準 CMOS プ ロ セ ス で あり，トラ ン ジ ス タの L／W は

o．18 μm1  ．6μm と し た．ま た ，メモ リス タの SPICE モ

デ ル は文献 ［2】の もの を使用 し た ．

　図 1 は各入力波形 とメモ リス タの 抵抗値 お よ び消費エ

ネ ル ギー
の 様子，表 1は駆動電圧の 波形形状 の 違 い に よ

る消費 エ ネルギーの 比較で ある t 表よ り，直流駆動か ら

台形波電圧駆動，正弦波電 圧駆動と変化さ せ る こ とで，

SRAM の 消費エ ネルギーを削減で きる こ とが分か る．こ

の 場合，正 弦波駆動が 最 も少な い こ とから ， メモ リス タ

を 用 い た IT −SRAM は一
般的な 断熱論理回路用 の 記憶装

置 に 適して い る とい え る，

4　 むすび

　 メモ リス タ 1T −SRAM の 電圧波形 の 違い に よる消費エ

ネルギー比較を シ ミ ュ レーシ ョ ン よ り評価した．その 結

果，正弦波駆動とするこ とに より消費エ ネル ギ・− ig直流

動作 よりも約 60％削減 で き る こ とが分か っ た．
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